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便携设备充电功率分布与变化趋势 
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充电电源部分关键电气参数变化趋势 

非快充 
Gen1 

(2015 ~ 2017) 

Gen2 

(2017 ~ 2019) 

Gen3 

(>2019) 

功率密度 

平均效率          >80% 

>88% 
>92% 

?95% 

10%负载效率           >65% 

>70% 

>80% 

?85% 
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提升充电电源功率密度的有效方式 
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• 合适的拓扑与控制方案 

• 高效率的半导体开关器件 

• 小型化的器件 



SJ(SuperJunction) MOSFET 
减小开关损耗，提升轻载效率 

› 对于充电器、适配器等小功率应用，开关损耗占整体损耗比例较大，因此不能忽视。特别是轻
载时候，开关损耗尤其值得关注。这也是DOE6重点关注的点。 

› SJ MOS由于工艺的特点，可以大幅度减小器件的动态参数，从而减少开关损耗。 
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› 平面MOSFET  700V/6A 

› CoolMOSTM  700V/1.4Ω， 大约等效于平面MOSFET的6~8A级别 



超级结（SuperJunction） MOSFET是高效电源设
计的选择趋势 

Planar MOSFET Superjunction MOSFET 
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Standard MOSFET CoolMOS™ 
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SJ技术突破了原先Si的“耐压-导通电阻”关系极限，同样耐压等级下，导通电阻大幅减小，提高效率。 



为什么要选择英飞凌CoolMOS™ 
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CoolMOS™
的第一个系列 
 
 
 

600V 

“主力”系列 
 
600V 

易于使用的技
术， 
C3的后续技术 
 
600/650V 

最佳效率 
 
600V 

S5 

C3 

C6/E6 

针对消费电子应用 
 

500/600/650/ 
800V 

功率密度处于最
佳状态；全球最
低RDS(on)/封装 
 
650V 

CP 650V C7 

1998 2001 2005 2009 2012 2013 2014 

P6 

介于易用性和  

高效率之间的
均衡技术 
 
 

600V 

CE 

基于C7技术平
台，效率特性进
一步提升 
 
600V 

600V C7 

2015 2004 

CFD 

2011 

CFD2 

第1代强化体二极
管的CoolMOS™ 
 
600V 

第2代强化体二极
管的CoolMOS™ 
 
650V 

针对反激电路应用
优化，高性价比 
 
800V 

800V P7 

2016 2017 

600/700V P7 

新一代高性价比
产品 

CFD7 

新一代高性价比
产品，带强化体
而国际馆 

英飞凌20年的CoolMOS™经验积累，保证了技术的领先性，产品应用的成熟性，和生
产工艺的可靠性，为客户带来高质量、高度一致性产品。 



提升充电电源功率密度的有效方式 
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• 合适的拓扑与控制方案 

• 高效率的半导体开关器件 

• 小型化的器件 



SOT-223小封装CoolMOS™，小型化设计首先 

SOT-223 TO-252 
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 好处 

› 比TO-251/220F更高的生
产效率 

› 比TO-252更小的占板面积
和更低的封装成本 

› 壳体更薄，减小热点问题 

  * 推荐40W及以下设计选用 

厚度：2.4mm 厚度：1.8mm 



PQFN 3*3 的同步整流MOSFET 

SO-8封装 

4.9*6.0*1.75mm 

PQFN 5*6封装 

5.15*6.15*1mm 

PQFN 3*3封装 

3.3*3.3*1mm 

推荐采用3*3的封装，以获得更好的价格优势，和更小的占板面积 
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部分优秀方案展示 

11 2016-03-09 Copyright © Infineon Technologies AG 2016. All rights reserved. 




